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Исследованы инфракрасные спектры отражения и спектры нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) тонких пленок топологического изолятора Bi2Se3 толщиной от 65 до 3420 нм, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках (111)Si. в Университете г. Вюрцбург (Германия). Спектры отражения получены с помощью ИК Фурье-спектрометра IFS 66v/s фирмы “Bruker”при угле падении близком к нормальному в диапазоне от 50 до 7500 см-1 при спектральном разрешении 4 см-1. Впервые измерены угловые зависимости спектров НПВО (углы падения 18°-46°) в p-поляризованном свете с использованием призм из кремния и алмаза. 

Методом дисперсионного анализа спектров отражения для пяти пленок Bi2Se3 определены их толщины и комплексные диэлектрические проницаемости . Для улучшения подгонки на границе раздела Si - Bi2Se3 введены 2 переходных слоя толщиной от 30 до 460 нм для разных образцов. 
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Рис. 1.Функция потерь пленки Bi2Se3.                Рис. 2. Спектр НПВО пленки Bi2Se3        





              толщиной 3420 нм с алмазной призмой.
Функции потерь Im(-1/() для слоев в образце толщиной 3420 нм представлены на рис. 1. Плазменные частоты пленки Bi2Se3 в переходном слое и в объеме равны 662 и 264 см-1, соответственно. Таким образом, распределение концентрации носителей (N) по толщине пленки не является однородным. В слое у границы раздела N заметно больше, чем в объеме пленки. В спектрах НПВО этого образца наблюдались поверхностные плазмон-поляритоны при частотах 204 и 281 см-1 (рис. 2). Именно в этой области можно ожидать ПП на границе вакуум-толстая пленка Bi2Se3. Наличие нижележащих слоев приводит к расщеплению ПП. При изменении угла падения в кремниевой призме от 18( до 46( частота высокочастотного поверхностного поляритона изменялась в пределах 271 –       294 см-1. 

Итак, впервые оптическим методом обнаружено, что в переходном слое  на интерфейсе концентрация носителей существенно больше, чем в объеме. Впервые для пленок Bi2Se3 измерены спектры НПВО и определены частоты поверхностных плазмон-поляритонов. 
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